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본고에서는 시냅스의 생물학적 기능과 이를 모방하는 멤리스터, 멤리스터와

CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) 트랜지스터의 하이브리

드, 그리고 멤리스터 기반의 집적회로 구현에 관한 최신 연구개발 동향을 다루었

다. 기억과 스위칭을 동시에 수행할 수 있는 시냅스 모방 멤리스터는 Moore의 법

칙에 따른 집적도 한계의 도래시점을 지연시킬 수 있으며, 디지털 컴퓨팅의 한계

를 극복하여 학습능력을 가지는 지능형 실시간 병렬처리 시스템을 구현할 수 있

는 잠재력을 가지고 있다. 또한 멤리스터는 신경세포의 기능을 재해석하는 계기

가 되어 뇌과학 발전에도 크게 기여할 것으로 예상된다. 저전력으로 구동하는 지

능형 프로세서의 조기 등장을 위해서는 뇌 과학, 나노소재 및 소자기술, 집적회로

설계 및 공정기술, 뉴로컴퓨팅(neuro-computing) 등 다양한 분야의 융합전략이

요구된다. 

시냅스 모방소자 연구개발 동향
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I. 서론 

컴퓨터과

학과 연결하

분야의 발전

웨어적으로

구현하려는

동되었다. C

conductor)를

한계에 부딪

본요소인 시

을 동시에 수

된 이후 뉴

었다. 시냅스

을 뿐만 아

는 그 자체의

있는 잠재력

연구개발 동

동향조사 및

파악과 그 해

그 목적이 있

신동향분석 제29권

과학의 출연과 

하려는 시도는 

전과 더불어 집

로 뇌의 신경 정

는 뉴로모픽(neu

CMOS(Comple

를 기반으로 

딪히게 되었는데

시냅스의 모방에

수행할 수 있는

뉴로모픽 분야는

스 모방소자는 

아니라 CMOS 트

의 조합만으로도

력을 가지고 있

동향과 더불어 

및 기술적 분석

해결책을 구하

있다.  

(그

권 제2호 2014년 

함께 뇌 정보

뉴로컴퓨팅(n

집적회로 기술을

정보처리와 감각

uromorphic) 분

ementary Meta

뇌를 모방하는

데, 그 가운데 하

에 있다. 2008

는 레지스터 구조

는 제2의 성장기

는 기존 기억소자

트랜지스터와의

로도 뇌 세포의 기

있다. 본문은 시

뇌 모방 집적

에 관한 것으로

하기 위한 단초를

(a)           

그림 1) 생물학적

4월 

보처리를 컴퓨터

neuro-computin

을 기반으로 하

각-운동 신경계

분야가 1990년

al-Oxide-Sem

는 것은 집적도

하나는 학습의

8년 기억과스위

조의 소자가 해

기를 맞이하게

자를 대신할 수

의 하이브리드

기능을 모방할

시냅스 모방소자

회로의 연구개

로, 기술적 문제

를 제공하는 데

             

적 신경망의 이미

터과

ing)

하드

계를 

년 태

mi-

도의 

 기

위칭

해석

되

수 있

또

할 수 

자의 

개발 

제점 

데에 

II. 시냅

뇌에

감각기

운동기

역할을

소마(s

리고

돌기 혹

의 (a)

상돌기

구조에

인 뇌에

은 10

하고 

기억, 

실시간

으로

1,000

준 슈

Sequo

              

미지(a)와 뉴런

냅스 개요 

에 있는 신경세

기관을 통하여

기관에 명령을

을 한다. 뉴런은

soma)로 일컫는

축삭(axon)으로

혹은 축삭과 세

))과 같이 네트

기와의 연결은

에 의해 이루어

에는 약 10
11
개

3
-10

4
개의 시냅

있다. 뇌는 약

연산, 추론, 상

간으로 수행하는

모사하기 위해

0배 빠른 속도가

슈퍼컴퓨팅 연산

oia는 7.89MW

             

세포의 해부학적

세포로 알려진 

습득된 정보를

주는 휴먼 활동

은 (그림 1(b))과

는 세포 체, 수

로 구성된다. 뉴

세포 체 간의 연

트워크 구조를 형

시냅스(synap

진다. 무게가 

개의 뉴런이 존재

냅스를 통해서 

20W 수준의 전

상상 그리고 학습

는데, 이러한 뇌

해서는 현존 

가 요구된다. 참

산속도 세계 3위

W의 전력을 소

      (b)     

적 도식(b)[1] 

뉴런(neuron)

를 인지하고 처

활동에 있어서 치

과 같이 해부학

수상돌기(dend

뉴런들은 축삭

연결을 통해서 

형성하는데, 축

pse) 또는 시냅

1.3-1.4Kg 나

재하며[1], 하나

다른 뉴런들과

전력[2]으로 생

습 등을 동시에

뇌의 기능을 디

슈퍼컴퓨터 대

참고로 2013년 

위(16.32Petafl

소비한다[3]. 이

)은 신체 

처리하며 

치명적인 

학적으로 

drite), 그

삭과 수상

(그림 1

축삭과 수

냅스 단말 

나가는 성

나의 뉴런

과 연결을 

생명유지, 

에 그리고 

디지털적

대비 약 

11월 기

ops/s)인 

이와 같이 



 

에너지 

능력은 

하는 병

을 수행

집적회로

결되어 

산과 메

마다 메

및 저장

Process

다. 이러

비선형 

연산결함

지털 컴

신경망은

        

측면에서 효율

신경망으로 모

병렬처리와 학습

행하는 프로세서

로 시스템과 다

정보처리를 수

메모리는 서로 분

메모리로부터 데

장하는 과정을

sing Unit)싸이

러한 시간 손실

문제 그리고 소

함 등과 함께 디

컴퓨팅의 한계 가

은 연산의 정확

           (a)

율적이고 실시간

모사되는 뉴런 네

습기능으로 표현

서가 병렬적으

다르게 뉴런세포

수행한다. 디지

분리되어 있으며

데이터버스를 통

을 거치게 되

이클의70-80%는

실문제는 ‘0’으로

소자 또는 소프

디지털 컴퓨팅 

가운데 하나로

확도나 반복도

 자극 전      

 (그

간적인 뇌의 정보

네트워크를 기

현된다. 특정한

으로 연결되는 

포들은 병렬적으

털 컴퓨터의 경

며, 매 순차 연산

통하여 이진값을

되는데, CPU(C

는 이 과정에 소

로 나누는 것과

프트웨어 오류에

속도를 제한하

로 열거된다. 생물

도 측면보다는 잡

               

림 3) 단기 및

(그림 2) 자

보처리 

반으로 

한 기능

반도체 

으로 연

경우 연

연산스텝

을 검색 

Central 

소요된

과 같은 

에 의한 

하는 디

물학적 

잡음이 

있

속

극

그

특

일

스

다

의

코

에

세

을

는

    (b) 단기 기

장기 기억에 따

자극에 따른 시냅

정

있고 변화하는 환

속연산에 있어서

(그림 2)와 같이

극성(흥분성 및 

그 전기신호가 세

특정한 임계값보

일정한 세기를 가

스파이크로 일컫

다. 스파이크 세

의미 있는 정보가

코딩은 현재 뇌-

에 활발하게 적용

세포에 아날로그

을 뿐만 아니라

는데, 메모리 저

기억           

따른 시냅스 구조

냅스 세기의 변화

상돈 외 / 시냅스

환경에서 적은 

서 탁월하다. 

이 다수의 시냅

억제성에 해당

세포체내에 집

보다 커지면 약 

가지는 활동전

컫는 디지털 개

기와 무관하게

가 포함되어 있

-제어 기반 사지

용되고 있다. 

그와 디지털 신

메모리와 프로

장은 시냅스에

             (c

조 변화[2] 

화 

스 모방소자 연구개

은 에너지 소모로

냅스를 경유하는

당)을 가지는 미

집적되고 그 신호

약 1ms의 폭을 

전위(action pot

개념의 펄스신호

게 단위시간당 펄

있으며, 스파이크

지기능 장애인

이와 같이 뉴런

신호처리 기능을

로세서의 기능을

에서 이루어진다

c) 장기 기억 

개발 동향  99

로 대용량 고

는 서로 다른 

세한 아날로

호들의 합이 

가지며 거의 

tential) 또는 

호가 발생된

펄스 수 등에 

크 신호의 디

인의 보철재활

런은 하나의 

을 가지고 있

을 가지고 있

다. 전시냅스
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(presynapse

synapse)의

극에 대해 민

는 경우 전류

한 민감도가

통해서 자극

해 작은 크

연결된 운동

가 급격하게

각뉴런과 운

한다. 단기적

채널의 수적

한다는 것이

부학적으로

과 관찰 그

변화는 현재

에 관한 세포

스의 변화는

스 가중치의

III. 멤리스터

2008년 S

력 특성을 보

일정하지 않

            

통신동향분석 제29

e)에 빈번하게

의 전류가 증가, 

민감하게 된다

전류가 감소, 즉

가 감소하게 된

극에 대한 기억을

크기의 자극이 빈

동뉴런(motor n

게 증가하는데,

운동뉴런을 연결

적인 그리고 장

적 증가와 새로

이 제안되었으며

로 그리고 분자생

그리고 기작 규

재 기억과 이를

포 수준의 기작

는 시냅스 세기

의 변화, 그리고

터 

Strukov등[5]이

보이는 금속/절

않고 통과한 전

              

(그림 4) 크로

9권 제2호 2014년

게 자극을 주면 

즉 전도도가 증

다. 반면에 자극이

즉 전도도가 감소

된다. 시냅스는 이

을 가지게 된다

빈번하게 가해

neuron)의 자극

 이 과정은 (그

결하는 시냅스 

장기적인 민감도

로운 시냅스의 형

며, 전기 생리학

생물학적으로 많

규명이 이루어졌

를 기반으로 하는

작으로 받아들여

기 변화, 시냅스

고 시냅스 가소성

이 전류-전압 평

절연체/금속 구

전류의 역사에 

 (a)           

로스바 구조의 멤

년 4월 

후시냅스(pos

증가하게 되어

이 드물게 가해

소하여 자극에

이와 같은 과정

다. 감각뉴런을

해지면 감각뉴런

극에 대한 민감

그림 3)과 같이

구조변화를 수

도 향상에는 이

형성을 각각 수

학적으로, 신경

많은 실험적 측

졌다[4]. 시냅스

는 학습, 즉 지

여지고 있다. 시

스 효용 또는 시

성으로 표현된다

평면에서 핀치

구조에서 저항값

좌우되는 특성

              

멤리스터(a)와 반

st-

 자

해지

대

정을 

을 통

런과 

감도

감

수반

이온

수반

 해

측정

스의 

지능

시냅

시냅

다. 

이

값이 

성을 

멤리스

정점 전

극에 

거동((

리스터

합성어

전류 또

류의 역

소자를

있다. 

지를 저

보이고

멤리스

소자로

관계를

1960년

았다[9

성을 멤

말미암

((그림

저항

터 제작

토류

폴리실

             

반복 전압 인가

스터로 해석하였

전류값이 증가

의해 시냅스 세

(그림 2) 참조)

터(memristor)는 

어로 전기 저항

또는 전하량의

역사에 좌우되는

를 나타내며, 메

멤리스터는AC

저장하지 않으

고, 양 및 음 미

스터는 1971년

로 비선형 전하

를 보인다. 멤리

년대부터 종종

9]-[11]. Srtuk

멤리스터로 해

암아 관련 분야

림 5) 참조).  

항 스위칭 현상

작에 적용이 가

금속산화물, 강

실리콘, 고체전

             

대한 멤리스터

였으며, 주기적

가하는 양상((그

세기가 증가하는

과 유사하다는

메모리(memory

항이 일정하지 않

의 시간에 대한 

는 특성을 가지

메모리와 스위칭

C(Alternating 

으며, I-V 평면에

미분저항, 저주

Chua[8]가 이

하(charge)-자기

리스터 특성에 

있어왔지만멤

kov등의 발표는

석을 시도한 첫

야 연구개발이 

상을 보이는 다

가능한데 주로 

강유전체, 칼코

전해질, 금속-절

    (b)    

의 전류 변화 특

적인 전압 인가

그림 4) 참조)이 

하는 생물학적 시

는 것을 제시하

y)와 레지스터(re

않고 소자를 통

적분값, 즉 통

지는 수동 2-단

칭기능을 모두

Current)소자

에서 핀치 이력

주파 특성을 보

이론적으로 예측
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도전과제는 고집적화인데, 이에 대한 장애요소는 낮은 

입력 전압 동특성 범위(<100mV)이다[28]. 공정 등에 의

해 기인하는 부정합 오차는 최악의 경우 100mV를 초과

할 수 있다. 근래 광대역 미분쌍(differential pair) 회로 

등의 도입으로 입력 전압 동특성 범위가 1V이상 증가하

였다[26]. 최근, 휴대용 전자기기를 위한 저전력 구동 

SoC(System on Chip)기술이 발달함에 따라 구동전압이 

0.45V까지 감소하고 있기 때문에 입력 전압 동특성 범

위는 더 이상 제한요소가 되지 않을 것으로 예상된다. 

또한 3차원 집적회로 공정기술은 실리콘 뉴런의 크기를 

현저하게 줄이는데 기여할 것으로 예상된다.  

결정과 무정형 상태로 가역적으로 변환되는 상변환 

소재는 Ovshinsky에 의해 거칠게 제안된 ‘cognitive’컴

퓨팅 구현이 가능한 소재로 간주되어 왔다. 상변환 소재

는 0과 1사이에 안정된 여러 개의 에너지 상태가 존재

하며 입력펄스에 따라 에너지상태가 변화하는 소위 

‘Ovonic 소재’로 멤리스터와 같이 2차원 크로스바 구조 

및 3차원 적층이 가능하여적응성이 있는 거동을 하는 

집적회로의 구현이 제안되었지만, 이론적으로 확장되지 

못하였다[29].  

CMOS 뉴로모픽 시스템에서 CMOS 뉴런의 네트워크 

연결도 향상과 메모리 운용의 한계를 극복하기 위하여 

CMOS 뉴런과 나노선이crossbar 네트워크 구조로 배열

되고 나노선이 겹쳐지는 부분이 시냅스 기능을 가지는 

나노소자와의 하이브리드 구조가 하이브리드 반도체/나

노선/분자 (“CMOL”) 집적회로의 한 종류로 2003년 

Likharev등[30]에 의해 제안되었다. 나노선이 겹쳐지는 

부분에 멤리스터가 적용되어시냅스 기능이 구체화된

CrossNets구조가 제안되었는데[31], CrossNets은 멤리

스터와 함께 SyNAPSE(Systems of Neuromorphic 

Adaptive Plastic Scalable Electronics)프로젝트[32]의 

근간이 되는 하드웨어적 요소로 3D로 확장이 용이한 특

징을 가지고 있다. 100nm 피치를 가지는 2차원 멤리스

터 어레이는 10
10
시냅스/cm

2
시냅스 밀도에 해당되며, 

뉴런당 10
4
개의 시냅스를 유지하고 CMOS 뉴런의 피치

가 10m로 가정할 때 10
6
뉴런/cm

2
밀도의 구현이 가능

하다. 멤리스터의 저항값은 성능, 신뢰성, 혼선 및 전체 

시스템의 전력소실에 크게 영향을 준다[33]. 특히, 발열

측면에서 1V 구동과 10
6
뉴런/cm

2
을 가정할 때 적어도 

100MΩ 수준이 요구되는데, 현재는 kΩ정도로 집적회

로 적용 시 소자들이 용융이 될 수준이다. 멤리스터의 

경우도 실리콘 뉴런과 마찬가지로 부정합 오차에 의한 

영향을 받지만 멤리스터의 학습기능에 의해 부정합에 

적응할 수 있을 가능성이 있기 때문에 그 영향은 덜할 

것으로 분석된다.  

2013년 6월 파나소닉은CMOS 디지털 회로에 강유전

체멤리스터를 제작하여 이미지를 아날로그 방식으로 처

리할 수 있는 영상시스템의 개발을 발표하였는데,소 전

력이 기존 디지털시스템에 비해 1/10 정도이며, 강유전

체 성장기술과 디지털-아날로그 혼성 신호처리기술이 

핵심이다[34]. 미시간 대학의 Lu 그룹은 현존하는 영상

처리 시스템에 비해 1,000배 빠르고 10,000배 적은 전

력을 소비하는 멤리스터 기반 신경영상 프로세서를 

DARPA(Defense Advanced Research Projects Agency)

의 지원으로 개발 중에 있다[35].  

뉴리스터는 뉴런의 거동이 모델화되어 전기신호를 처

리할 수 있는 전자부품으로 정의되는데[36], 즉 Hodgkin-

Huxley 축삭과 유사한 특성을 가지는 선형태의 전자소

자로 1960년에 제안되고 개발이 되었었는데, 이러한 형

태의 소자는 규모확장에 적합하지 않았다. 2012년 12월 

Pickett 등[37]은 Mott 절연체인 Nb2O5로 제작된 두 개

의 Mott 멤리스터로 구성된 회로를 제작하여 활동전위

를 발화하는 뉴런 모방 뉴리스터 특성을 보임을 실험적

으로 증명하였다. 충분한 전류가 흐를때 발생되는 열에 

의해 전기전도성 채널이 형성되어 금속-절연체 전환특

성을 가지는 Mott 절연체로 제작된 Mott 멤리스터는 뉴

런의 활동전위 발생을 이해하는 데에 있어서 강력한 

Hodgkin-Huxley 모델의 핵심요소인 이온채널의 역할
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을 한다. Mott 멤리스터는 통상적인 멤리스터와 동일한 

교차구조를 가지고 있기 때문에 규모를 확대하는 것이 

용이하고 기존 실리콘 뉴런과 이종 결합이 가능하며, 특

히 모두 멤리스터로 스파이크 기반의 뉴런 모방 집적회

로의 구현이 가능하다. 발열관점에서 한층 더 낮은 온도

에서 금속-절연체 전이 특성을 보이는 소재의 개발과 

이의 Mott 멤리스터 적용이 문제점으로 남아있지만 적

응하는 집적회로 구현을 앞당기는 강력한 접근방법이라

고 판단된다. Hodgkin과 Huxley는 그들의 모델에서는 

표현되지 않았지만 활동전위가 이온채널의 역사-의존

적인 전기전도도를 가질 것임을 실험적으로 보였다

[38][39]. Chua[40]는 이온 채널의 전기전도도가 시간과 

전압에 좌우된다는 생물학적 실험결과를 기반으로 이온

채널이 엄밀하게 저항성이 아니고 멤리스터적인 동작을 

한다는 것을 규명하였으며, 이를 기반으로 수정된 멤리

스터Hodgkin-Huxley 모델을 제시하였다. Mott 멤리

스터로 구현된 뉴리스터는이러한 Chua의 제안을 실제

적으로 구현한 것으로 의미가 있으며, 조만간 CMOS 회

로와 집적되어 스파이크-디지털 혼합 연산 및 논리의 

구성이 가능할 것으로 예상되고 있다[41].   

V. 결론 

멤리스터는 기억과 스위칭 기능을 가지고 있어서 시

냅스와 이온채널의 모방에 적합하여 멤리스터만으로도 

뉴런세포를 모방하는 것이 가능한 장점을 가지고 있다. 

나노스케일의 멤리스터는 인공적으로 시냅스 거동을 현

상학적으로 모사하지만 생물학적인 완성도와 강건함에 

있어서 여전히 부족하다. 또한 아직까지 뇌의 학습과 기

억 운영에 관한 이해가 부족하여 완벽한 멤리스터가 제

작이 되더라도 이의훈련 등의 많은 숙제가 남아있다. 휴

머노이드 로봇과 같은 물리적인 신체와 인터페이스를 

이루러 실시간적으로 환경과 상호작용하는 신경모방 집

적회로 기반 인지시스템을 구현하기 위해서는 3D 

VLSI(Very Large Scale Integration), 나노규모 공정 기

술 및 소재, 새로운 로봇 액튜에이터와 액티브 센서, 스

파이크 기반의 학습 기작과 대뇌피질 발생, 고차 인지 

아키텍처 등 신경과학 등과의 융합연구가 필수적이다.  

약어 정리 

AC Alternating Current 

CMOS  Complementary Metal-Oxide-

Semiconductor 

CPU Central Processing Unit 

DARPA Defense Advanced Research Projects 

Agency 

HP Hewlett-Packard 

ReRAM Resistive Random Access Memory 

SoC System on Chip 

SyNAPSE Systems of Neuromorphic Adaptive 

Plastic Scalable Electronics 

VLSI Very Large Scale Integration 

참고문헌 

[1] Number of Neurons in a Human Brain, http://hypertex 

tbook.com/facts/2002/AniciaNdabahaliye2.shtml  

[2] Power of a Human Brain, http://hypertextbook.com/fa 

cts/2001/JacquelineLing.shtml 

[3] Power consumption of supercomputers, http://www.t 

op500.org/lists/2012/06/highlights/ 

[4] M. Mayford, S.A. Siegelbaum, and E.R. Kandel, “Sy-

napses and memory storage,” Cold Spring Harb-

PerspectBiol, vol. 4, Apr. 10th. 2012. 

[5] D.B. Strukov et al.,“The missing memristor found,” 

nature, vol. 453, May 1st, 2008, pp. 80-83. 

[6] S.H. Jo et al., “Nanoscalememristor device as synap-

se in Neuromorphic systems,” NanoLett., vol. 10, 

2010, pp. 1297-1301. 

[7] G.K. Johnson, “Introduction to the memristor-a valu-

able circuit element in bioelectricity and bioime-

dance,” J. Electr. Bioimpedance, vol. 3, 2012, pp. 20-

28. 



 

104  전자통신동향분석 제29권 제2호 2014년 4월 

[8] L. O. Chua, “Memristor– the missing circuit element,” 

IEEE Trans. Circuit Theory, vol. 18, no. 5, Sep. 1971, 

pp. 507-519. 

[9] N. Klein, “Switching and breakdown in films,” Thin 

Solid Films, vol. 7, no. 3-4, Mac.-Apr, 1971, pp. 149-

177. 

[10] J.G. Simmons and R.R. Verderber, “New conduction 

and reversible memory phenomena in thin insulating 

films,”Proc. Royal Soc. London Series A, vol. 301, 

Oct. 1967, pp. 77-102. 

[11] S.R. Ovshinsky, “Reversible electrical switching 

phenomena in disordered structures,”Phys. Rev. Lett., 

vol. 21, Nov. 11th. 1968, pp. 1450-1453. 

[12] Memristors and Memristive Systems, http://webee.te 

chnion.ac.il/people/skva/memristor.htm 

[13] J. J. Yang, D.B. Strukov, and D.R. Stewart, “Memris-

tive devices for computing,” nature nanotechnology, 

vol. 8, 2013, pp. 13-24. 

[14] Q. Xia et al., “Two- and three terminal resistive 

switches: Nanometer scale memristors and memis-

tors,” Adv. Funct. Mater., vol. 21, no. 14, July 22th, 

2011, pp. 2660-2665. 

[15] Panasonic claims first ReRAM project, http://www.it-

sp.eu/index.php?option=com_content&view=article&i

d=1587&Itemid=155 

[16] HP 100 TB Memristor may arrive by 2018, http://ww 

w.guru3d.com/news_story/hp_100tb_memristor_may

_arrive_by_2018.html 

[17] M.H.B. Jamma et al., “Fabrication of Memristors with 

Poly-Crystalline Silicon Nanowires,” 9th IEEE Conf. 

Nanotechnology 2009, July 26th-30th, 2009, pp. 

152-154. 

[18] Z. J. Chew and L. Li, “A discrete memristor made of 

ZnO nanowires synthesized on printed circuit board,” 

Mater. Lett., vol. 91, Jan. 15th, 2013, pp. 298-300. 

[19] K. Nagashima et al., “Switching Properties of 

Titanium Dioxide Nanowire Memristor,” Jpn. J. Appl. 

Phys., vol. 51, 2012. 

[20] Z. Fan et al.,“In situ forming, characterization, and 

transduction of nanowire memristors,” Nanoscale, 

vol. 5, Dec. 21th, 2013. 

[21] K. Nagashima et al., “Intrinsic mechanisms of 

Memristive switching,” NanoLett., vol. 11, no. 5, 

2011, pp. 2114-2118. 

[22] Nanowire-memristor networks emulate brain 

functions, http://www.kurzweilai.net/nanowire-mem 

ristor-networks-emulate-brain-functions 

[23] S. Carrara et al., “Memristive-biosensors: A new 

detection method by using nanofabricated memri-

stors,” Sensors and Actuators B, vol. 171-172, Aug.-

Sep. 2012, pp. 449-457. 

[24] C. Mead, “Analog VLSI and Neural Systems,” 

Addison WesleyPublishing Company, 1989. 

[25] G. Indiveri et al., “Neuromorphic silicon neuron 

circuits,” Frontiers in Neuroscience, vol. 5, May 31th, 

2011, pp. 1-23. 

[26] G. Rachmuth and C.-S.Poon, “Transistor analogs of 

emergent iono-neuronal dynamics,” HFSP J, vol. 2, 

no. 3, Apr. 18th, 2008, pp. 156-166. 

[27] G. Rachmuth et al., “A biophysically-based neuro-

morphic model of spike rate- and timing-dependent 

plasticity,” PNAS, vol. 108, no. 49, 2011. 

[28] C.-S. Poon and K. Zhou, “Neuromorphic silicon 

neurons and large-scale neural networks: challenges 

and opportunities,” Frontiers in Neuroscience, Sep. 

22th. 2011. 

[29] S.R. Ovshinsky, “Optical cognitive information proces 

sing-A new field,” Jpn. J. Appl. Phys., 2004, vol. 43, 

pp. 4695-4699. 

[30] K. Likharev et al., “CrossNets: High-performance 

neuromorphic architectures for CMOL circuits,” Ann. 

NY Acad. Sci., Dec. 2003, pp. 146-163. 

[31] K. Likharev, “CrossNets: Neur omorphic hybrid 

CMOS/Nanoelectronic Networks”,Sci. Adv. Mater., 

vol. 3, no. 3, June 2011, pp. 322-331. 

[32] DARPA SyNAPSE Program, http://www.artificialbrain 

s.com/darpa-synapse-program 

[33] C. Zamarreno-Ramos et al., “On spike-timing-

dependent-plasticity, memristive devices, and build-

ing a self-learning visualcortex,” Frontiers in Neuro-

science, vol. 5, 2011, pp. 1-22. 

[34] Panasonic develops low energy consumption circuit 

for neural network systems with world’s first ferroe-

lectric memristor on a circuit, http://www.panasonic.c 

o.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/06/en1306

10-3/en130610-3.html 

[35] Memristor-based neural image processor said to be 

1000x faster and consume 10,000x less power, http:/ 



 

정상돈 외 / 시냅스 모방소자 연구개발 동향  105 

/image-sensors-world.blogspot.kr/2013/08/memrist 

or-based-neural-image-processor.html 

[36] THE FREE DICTIONARY, http://www.thefreedictiona 

ry.com/neuristor  

[37] M. D. Pickett, G. Medeiros-Ribeiro, and R. Stanley 

Williams, “A scalable neuristor built with Mott 

memristors,” Nature Materials, 2012. 

[38] A.L. Hodgkin and A.F. Huxley, “A quantitative 

description of membrane current and its application 

to conduction in nerve,” J. Phys., vol. 117, no. 4, 

1952, pp. 500-544. 

[39] K.S. Cole, “Membranes, Ions and Impulses,” Uni-

versity of California Press, 1972. 

[40] L. Chua, “Memristor, Hodgkin-Huxley, and edge of 

chaos,” Nanotechnology, vol. 24, no. 38, 2013. 

[41] M.D. Pickett and R. Stanley Williams, “Phase transitio 

ns enable computational universality in neuristor-

based cellular automata,” Nanotechnology, vol. 24, 

no. 38, 2013. 

 


	I. 서론
	II. 시냅스 개요
	III. 멤리스터
	IV. 차세대뉴로모픽 시스템
	V. 결론
	약어 정리
	참고문헌



